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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月18日(2008.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を提供するステップと、
　基板上において、Ｎチャネルトランジスタの第一ゲートとＰチャネルトランジスタの第
二ゲートとを形成するステップと、
　第一ゲートの側面にＮチャネルトランジスタの第一側壁スペーサを形成し、第二ゲート
の側面にＰチャネルトランジスタの第二側壁スペーサを形成するステップと、
　第一側壁スペーサの側面にＮチャネルトランジスタの第三側壁スペーサを形成し、第二
側壁スペーサの側面にＰチャネルトランジスタの第四側壁スペーサを形成するステップと
、
　第一ゲート上に第一マスクを提供するステップと、
　第一マスクにより第一ゲートが覆われている間に、第一導電型のドーパントを基板内に
注入するステップと、
　第一導電型のドーパントの埋め込みを行った後に第一マスクを除去するステップと、
　第二ゲート上に第二マスクを提供するステップと、
　第二マスクにより第二ゲートが覆われている間に、第二導電型のドーパントを基板内に
注入するステップと、
　第二マスクにより第二ゲートが覆われている間に、第三側壁スペーサを除去するステッ
プと、
　Ｎチャネルトランジスタの基板内において第一シリサイド領域を形成するステップであ
って、前記第一シリサイド領域は実質的に前記第一側壁スペーサと整合しているステップ
と、
　Ｐチャネルトランジスタの基板内において第二シリサイド領域を形成するステップであ
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って、前記第二シリサイド領域は実質的に前記第四側壁スペーサと整合しているステップ
と
　を備える方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法は、更に、
　第一側壁スペーサ及び第二側壁スペーサを形成する前に第一ゲート上に第一ライナを形
成し、第二ゲート上に第二ライナを形成するステップと、
　第三側壁スペーサ及び第四側壁スペーサを形成する前に第一側壁スペーサ上に第三ライ
ナを形成し、第二側壁スペーサ上に第四ライナを形成するステップと
　を備える方法。
【請求項３】
請求項２記載の方法において、
　前記第三ライナは、第一の材料からなり、
　前記第三側壁スペーサは、第一の材料から選択的にエッチングされる第二の材料よりな
る方法。
【請求項４】
請求項３記載の方法において、
　前記第一の材料は酸化物を含み、第二の材料は窒化物を含む方法。
【請求項５】
請求項１記載の方法において、前記第一シリサイド領域は、前記第一ゲートから第一の距
離だけ離れており、前記第二シリサイド領域は、前記第二ゲートから第二の距離だけ離れ
ており、前記第二の距離は前記第一の距離よりも大きい方法。
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